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T VS MlRANDA SORIANO, ROOOLFQ CATED~TlCO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 

T V6 ARMELLES REIG, GASPAR INVESTIGADOR CIENTIF!CO INSTO.MICROELECTRONICA MADRID.IMM-CNM 

S PR 8ALTA CALLEJA, FRANCISCO JOSE PROFESOR DE INVESTlGACIQN INSTO. DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

s vı OCANA JURADO. MANUEL ~ COLABORADOR CIENTIFICO INSTO. CIENCIA MATERIALES MADRID "C" 

S V2 MESEGUER Rıca, FRANCISCO JAVIER INVESTlGADOR CIENTIFICO INSTO. CIENCIA MATERIALES MADRID "8" 

S V3 .OCAL GARCIA, MARIA DEL CARMEN PROFESORA TlTULAR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 

S V4 SERRANO OSTARIZ, JOSE LUIS PROFESOR TI~~ UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

S VS LEVY CQHEN, DAVID COLABORADOR CIENTIFICO lliSTO. CIENCIA MATERIALES MADRID nc" 

S V6 TEJADA PALACIOS, JAVIER CJı.TEDRATICO 

ANEXom 

Don .......•••••.•...•.•••.......•.••••••....••••.•...•••••.•....•.•••.......••.•. , 
con domicilio en .............................•....................................• 
y con documento nacional de identidad nilmero ....................... , 

Declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funclonario de carrera de la Escala de ..................................... , 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Adml
nistraciones P(ıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones pilblicas. 

En ................... a ................... de ................... de 1995. 

20452 ORDEN de 29 de}unlo de 1995 por la que se convocan 
pruebas selectlvas para cubrlr siete plazas de la Escala 
de Tltulados Superlores Especializados del ConseJo 
Superfor de lnvestlgaciones Clentljicas. 

En cumplimiento de 10 di.puesto en el Real Decreto 700/1995, 
de 28 de abril. del Ministerio para las Administraciones Pilblicas, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Pilblico para el afio 
1995, publicado en el .Boletin Oflcial del Estado. nilmero 102,. 
de 29 de abril de 1995. y con el fin de atender las necesidades 
de personaJ en la Administraciôn Pilbllca~ 

Este Ministerio, en uso de las competendas que le estan atri
buidas, previo informe, favorable de la Direcciôn General de la 
Fundôn P6hlica, segun establece el apartado c) del articulo 4. (> del 
Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (.Boletin Ollcial del 
Estado. numero 213, de 5 de septlemhre), y acuerdo de la Junta 
de Gobierno del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
resuelve convocar pruehas selectivas para Ingreso en la Escala 
de Titulados Superiore. Especializados (c6digo 5405) del Conselo 
Superior de Investlgaciones Cientiflcas, con sujeci6n a las siguien
te. 

_ de convocatoria 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruehas selectivas para cuhrir siete plazas, 
de la Escala de Titulados Superiores Especializados (t;ôdigo 5405) 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. por el sistema 
general de acceso libre, a cubrlr entre ciudadanos de la Uniôn 
Europea. con dominio del casteUano. de acuerdo con las espe
cialidades y con destino en centros 0 Institutos del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas que figuran en el anexo I. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les senin aplica.bles 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n P6blica (.Boletin Oficial del E.tado. del 3); Ley 
23/1988, de 28 de julio, de Modillcaci6n de la Ley de Medidas 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE BARCELONA 

para la Reforma de la Fundôn P6bllca (.Boletin Oficial def Esta~ 
do> del 29); el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueha el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraciôn General del Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promocl6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraciôn General del Estado (<<Boletin Oficial 

,del Estadoıt de 10 de abril), y 10 dispuesto en esta convocatoria. 
1.3 La adjudicaciôn de las plazas a 105 aspirantes aprobados 

se efectuara de acuerdo con la suma de la puntuaciôn total obte
nida por estos en la fase de oposiciôn. en cada especialidad. 

No se podra declarar superado el proceso selectivo a un numero 
superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier 
propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido sera nula 
de pleno derecho. 

1.4 Et procedimiento de selecciôn d~ 105 aspirantes constara 
de las siguientes fases: 

Oposiciôn. 
Periodo de pra.cticas. -Los aspirantes que no superen el per.odo de practicas perderan 

todos 105 derechos al nombramiento como funcionarios de carrera. 
por Resoluciôn motlvada de la autoridad convocante. 

El plazo maximo para el comienio del periodo de practicas. 
una vez superadas tas pruebas selectivas, sera de dos rneses, a 
partir de la fecha de tennlnaciôn del plazo a que se reflere la 
base 9.1 de esta convocatoria. 

1.5 Quienes no pudieran realizar el periodo de practicas por 
cumpHmlento del Servlcio Militar 0 Prestaci6n Soda) Sustitutorla. 
o por causa de fuerza mayor, debidamente justificada y apreciada 
por la Administraciôn, podrlm efectuarlo con posterioridad. 

1.6 La fase de oposici6n constara de 105 ejercicios elimina· 
torios, que se desarrollaran en castellano, que a continuaciön se 
indican: 

1.6.1 Primer ejercicio: Consistira en el desarrollo por escrito. 
en un plazo maximo de tres horas, de un tema a elegir entre 
tres propuestos por el Tribunal, reIadonados con el programa 
de cada especialidad, que figura como anexo ii de la presente 
convocatoria. Para la realizaciôn de este ejercicio no se podra 
consu1tar documentaci6n alguna. EI ejercicio sera leido por el opo~ 
sitor. en sesiôn publica. ante el Tribunal. En este ejerclcio se valo
raran la profundidad y amplltud de 105 conocimientos especificos 
requeridos para el ejercicio de la especialidad concreta de la plaza, 
asi como la claridad y el orden de las ideas y su expresiôn escrita. 

1.6.2 Segundo ejerciclo: Consistira en la realizaciôn de un 
supuesto pra.ctico relacionado con la espectalidad de la plaza con
vocada, de acuerdo con el programa que se recoge en el anexo II 
de la presente convocatoria. Los opositores deberan realizar por 
escrito un resumen de! desarrollo y ejecuciôn de la prueba rea· 
Iizada que -se expondra ante el Tribunal. en sesİôn p6blica. Et 
Tribunal correspondiente a cada espectalidad sefialara el tiempo 
maximo disponible para la rea1izaciôn de la prueba, que no podra 
superar. en ningun caso de cinco horas. 
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1.6.3 Tercer ejercicio: Consistira en una entrevista, en sesiôn 
piıblica, del candidato con el Tribunal, que versara sobre la for~ 
maci6n y experiencia del opositor para desempefiar las fundones 
propias de su especialidad, durante un maximo de media hara. 

1.6.4 Cuarto ejercicio: Consistira en ta realizaci6n por escrito, 
durante un tiempo maximo de dos haras, de una traducci6n en 
castellano, sin diccionario, redactado en cualquiera de Ias idiomas 
ofıciales de las paises de la Uni6n Europea, a elecci6n del aspi
rante, de un texto de caracter tecnico relacionado con la espe
cialidad en la que se convoca la plaza. Et ejercicio debera seT 
leido' por el opositor, en sesi6n p6blica, ante el Tribunal. En este 
ejercicio se valorara el conocimiento del idioma correspondiente 
y, en especial, la exactitud de la determinaciôn de los terminos 
y expresiones tıknicas relacionados con .Ia especialidad en que 
se convoca la plaza. 

EI Tribunal proporcionara el texto del idioma elegido por et 
aspirante. 

Para la verİficaciôn de este ejercicio, el Tribunal podra ser asis
tido por los pertinentes asesores especialistas designados por el 
mismo. 

1.6.5 Los·miembros del Tribunal podran efectuar, una vez 
realizada la lectura de los ejercicios, las preguntas que estimen 
oportunas para adarar 0 incidir en algun aspecto de la exposiciôn 
del candidato. 

1.7 Las pruebas selectivas se desarrollaran con arreglo al 
siguiente calendario orientativo: 

EI primer ejercicio se iniciara en el mes de octubre/noviembre 
~IH5. . 

El proceso selectivo debera haber finalizado el 20 de diciembre 
de 1995, salvo excepciones justifıcadas. 

1.8 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas en 
cada especialidad es el que figura en el anexo II de la presente 
convocatoria. 

1. 9 Desde la total conclusiôn de un ejercicio 0 prueba hasta 
el eomienzo del siguiente, no podran transeurrir mas de cuarenta 
y cinco dias naturales. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

2.1 Los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 
• 

a) Ser espafiol 0, de acuerdo con 10 estableddo en la Ley 
17/1993, de 23 de diciembre (.Boletin Ofici.ı deı Est.do_ deı 
24), sobre acceso a determinados sectores de la Fund6n PubIica 
de los nacionales de los demas Estados miembros de la Uni6n 
Europea, tener la nadonalidad de un pais mlembro 9,e la Uni6n 
Europea 0 la de cualquiera de aquellos Estados a los que, en 
virtud de Tratados lnternacionales celebrados por la Uni6n Euro
pea y ratifıcados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre circulaciôn 
de trabajadores en 105 terminos en que esta se halla definida en 
el Tratado Constitutivo de la Uni6n Europea. . 

b) Tener cumplidos dieciocho afios. 
c) Estar en posesiôn del Titulo de Licenciado, Ingeniero 0 

Arquitecto, 0 equivalente. Los estudios efectuados en centros espa
fioles no estatales 0 en el extranjero deberan estar ya homolo
gados. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaciôn 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
eorrespondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario 
del servicio de eualesquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para et desempefio de las correspondientes 
funciones. 

o Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la espafiola no 
deberan estar sometldos a sanci6n disciplinarİa 0 condena penal 
que impida, en su Estado, el acceso a la funeiôn publiea. 

2.2 Tambilm podran participar 105 aspirantes que tengan la 
condici6n de fundonarios de organismos internacionales, posean 
la nacionalidad espafiola y la tituladôn exigida en la convocatoria. 

Estos aspirantes estaran exentos de la realizaci6n de aquellas 
pruebas que la Comisi6n Permanente de Homologad6n, creada 
por el Real Decreto 182/1993, de 5 de febrero (<<Boletin Oficial 
del Est~do» del 23), considere que tiene por objeto acreditar cono-

cimientos ya exigidos para et desempefio de sus puestos de origen 
en eL organismo intemacional correspondiente. 

En los ejercicios de 105 que se exima a los aspirantes que osten
ten la condiciôn de funcionarios de organismos internacionales, 
se otorgara la calificaci6n minima exigida en la convocatoria para 
la superaciôn de los mismos. Los interesados podran renunciar 
a tal calificaci6n y participar en las pruebas de las que han sido 
eximidos en igualdad de condiciones que el resto de los aspirantes. 
Tal renuncia debera lIevarse a cabo con anterioridad al inicio de 
las pruebas selectivas. 

2.3 Para ser admitidoy, en su caso, tomar parte en las pruebas 
selectivaş, bast"ara con que los aspirantes manifiesten en sus soli
citudes de participaciôn que reunen todas y cada una de tas con
diciones exigidas en ta base 2.1, referıdas siempre a la fecha de 
expiraciôn del plazo de presentaciôn, y mantenerlas hasta el 
momento de su toma de posesi6n como funcionarios de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia ajustada al modelo oncial 
aprobado por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publi
ca, que sera facilitada gratuitamente en las Delegaciones del 
Gobierno en las Corİlunidades Autônomas y en los Gobiemos Civi
Jes, asi como en el Instituto Nacional de la Administraci6n Publica 
(ealle Atocha, numero 106, Madrid), en la Direcci6n General de 
la Funci6n Publica (calle Maria de Molina, numero 50, Madrid), 
en el Centro de Informaci6n Administrativa de) Ministerio para 
las Administraciones Publicas (paseo de la Habana, numero 140, 
Madrid), en la sede central del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientifıcas. (calle Serrano, numero 117, Madrid), y en los locales 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientifieas, (calle Serrano. 
numero 113, Madrid). 

Ala instancia se acompafiara fotocopia del doeumento naciona) 
de identidad 0 pasaporte. 

Ningun aspirante podnı concurrir a mas de una especialidad. 
3.2 En la casilla A) del epigrafe «Datos a eonsignar segun 

las bases de la convocatoria», del modelo de solicitud, se hara. 
constar, expresamente, la especialidad a la que se concurre, con 
indieaci6n del centro de destirio. 

3.3 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar numero 1 «ejem
piar a presentar por et interesado» del modelo de solicitud) se 
hara en e1 Registro General del Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas, calle Serrano, numero 117, 28006 Madrid, 0 

en la forma establecida en et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviemQre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun (<<Boletin on
dal del Estado» del 27), en el plazo de veinte dias naturales, a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Las solicitudes suscritas en el extranjero podran eursarse en 
el plazo expresado en el apartado 3.3, a traves de las represen
taciones diplomaticas 0 consulares espafiolas correspondientes, 
quienes las remitlran seguidamente al organismo competente. EI 
interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario de 
haber satisfecho 105 derechos de examen. 

Las solicitudes que se presenten a traves de las oficinas de 
Correos, deberan ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas 
por el funcionarlo de Correos ant.es de ser certificadas. 

3.4 Los derechos de examen seran de 3.000 p~setas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-55405-G "Pruebas 
selectivas de acceso a la Escala de Titulados Superlores Espe
cializados del Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas», 
en cualquier oficina del grupo del Banco Exterior de Espafia. 

Junto a la solicitud debera acompaiiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior, debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad que justifique el referido 
pago. La falta de una justificaci6n del abono de los derechos de 
examen determinara la exclusiôn del aspirante. 

En ningun caso, la presentaci6n y pago en el Banco supondra 
la sustituciôn del tramite de presentaci6n, en tiempo y forma, 
de la solicitud ante et 6rgano expresado en la base 3.3. 

3.5 Las solicitudes dirigidas al excelentisimo sefior Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientifıcas, deberan acom
pafiarse de un curriculum vitae. 
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3.6 Las aspirantes con minusvalias deheran indicailo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara et recuadro niımero 7 de la 
misma. Asimlsmq, deberan solicitar, expresandolo en el recu!,-dro 
niımero 9, las posibles adaptaciones de tiempos y medios para 
la realizaci6n de 105 ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

3.7 Las errores de hecho Que pudieran advertirse podran 5ub
sanarse en cualquier momento, de ofida 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4. ı Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, la Pre
sidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas, dic
tara Resoluci6n, en et plazo maximo de un mes, que se publicara 
en et «Baletin Ofidal del Estado», dedarando aprobada la lista 
de aspirantes admitidos y exduidos, con tndicad6n, ert este (dtimo 
caso, de las causas de exdusi6n. En la lista debera constar, en 
todo caso, los apellidos, nombre y numero del docu"mento nacional 
de identidad 0 pasaporte. 

Ademas, se determinara el lugar y la fecha de comienzo de 
los ejercicios. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondrlm de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n, para subsanar et defecto que haya motivado 
su exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n podra interponerse, previa comuni
caci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-administrativo 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiin (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 27), en el plazo de dos meses, contados a partir del siguien
te a su publicaci6n, ante et 6rgano competente del 'Orden Juris
diccional Contencioso-Administrativo. 

En todo caso, al objeto de 'evi tar errores y, en el supuesto 
de producirse. posibilitar su subsanaci6n en tiempo y forma, los 
aspirantes comprobaran no sôlo que no figuran recogidos en la 
relaciôn de excluidos, sino ademas, que sus nombres constan en 
la pertinente Usta certificada completa de admitidos y excluidos, 
que se expondra al piıblico en 105 tablones de anuncios de la 
sede central del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
caIle Serrano, niımero 117, Madrid, en los locales del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, caJle Serrano, niımero 
113, Madrid, en los centros e institutos del organismo, en la Direc
ei6n General de la Funci60 Piıblica, en el Centro de Informaci6n 
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Piıblicas, 
en las Delegadones del Gobierno en tas Comunidades Aut6nomas 
y en tos Gobiernos Civiles. 

4.3 tos derechos de examen seran reintegraCıos a los aspi
rantes que hayan sido exduidos definitivamente de la realizaci6n 
de las pruebas selectivas. 

5. Tribunales 

5.1 Los Tribunales calificadores de estas pruebas se)ectivas 
estaran constitutidos en la forma que se determinan en el anexo III 
de esta convocatoria. 

5.2 Los miembros de los Tribunales deberan abstenerse de 
intervenir, notificandolo al Presidente del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, cuando concurran en eUos circunstan-
cias de las previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 27). 0 si hubiesen realizado tareas de pre
paraciôn de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco aoos ante
riores a la publicaei6n de esta convocatoria. 

Los Presidentes podran solicitar de 105 miembros del Tribunal, 
dedaraeiôn expresa de no hallarse incursos en las circunstancias 
previstas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administntciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Esta
do. del '27). 

Asimismo, las aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el ar· 
ticulo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 

Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Admintstrativo Comün (<<Boletin Ofidal del Estado» de! 27). 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n del proceso selectivo, 
la autoridad convocante hara publico et nombramlento de 105 nue
vos miembros de tos Tribunales que hayan de sustituir a los que 
hayan perdido su condici6n por alguna de las causas anteriores. 

5.4 Previa convocatorla del Presidente, se constituira el Tri
bunal, con la asistencia del Presidente y Secretario, y la mitad, 
al menos, de sus miembros, titulares 0 suplentes. Celebraran su 
sesi6n de constituci6n, al menos, diez dias antes de la realizaci6n 
del primer ejercicio. 

En dicha sesiôn, 105 Tribunales acordaran todas las decisiones 
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribunal, para actuar vali
damente, requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en 
su caso, de quienes los sustituyan, y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros, titulares 0 suplentes. 

5.6 Durante el proceso selectivo, los Tribunales resolveran 
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicaci6n de estas· nor
mas, as. como 10 que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara, en todo 
momento, a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro· 
cedimiento Administrativo Comun (<<Boletin Oficial del Esta
do. del 27). 

5.7 EI Tribunal calificador adoptara las medidas de forma que 
los aspirantes con minusvalias gocen de similares condiciones para 
la realizaci6n de los ejercicios que el resto, de los participantes. 
En este sentido, se estableceran para las personas con !11inusvalias 
que" 10 soliciten, eD la forma prevista eD la base 3.6, las adap
taciones en tiempos y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n de los 6rganos tecnicos de la Administraciôn Laboral, 
Sanitaria 0 de los 6rganos competentes de) Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

5.8 A efectos de comunicaciones y demas ineidencias, los 
Tribunales tendran su sede en 105 locales del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas, calle Serrano, niımero 113, 28006 
Madrid, telefonos (91) 585 52 65/52 64/52 63. 

5.9 Los Tribunales que actiıen en estas pruebas selectivas, 
tendnın la categoria primera de las recogidas en el anexo ıv del 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do» del 19). Una vez conocido el niımero de aspirantes por et 
'Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
se establecera et niımero maximo de sesiones a realizar por cada 
uno de los Tribunales. 

6. Desarrollo de las ejercicios 

6.1 El orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa· 
beticamente por el primero de la letra .. 0», de conformidad con 
10 establecido en Resoluci6n de 16 de mayo de 1995, de la Secre~ 
taria de Estado para la Administraci6n Piıblica (IıBoletin Oficial 
del Estado» numero 119, del 19), por la que se publica el resultado 
del sorteo celebrado el dia 11 de mayo de 1995 en el Instituto 
Naciona1 de Administraci6n Piıblica. 

En el supuesto de que no exista riingiın aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra 110», el orden de actuaci6n se iniciara 
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «P», y 
asi sucesivamente. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal, con la finalidad de acreditar 
su identidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejerdcio, en 
iınico llamamiento, siendo exduidos de las pruebas selectivas quie
nes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, <Jebi
damente justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 

La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraciôn del 
segundo. tercer y cuarto ejercicio se efectuara por 105 Tribunales, 
al menos, en los locales donde se haya celebrado el primero, con 
veinticuatro horas, al menos, de antelaci6n a la seoalada para 
la iniciaci6n del mismo. Cuando se trate del mismo ejercicio, el 
anuncio sera publicado en los locales donde se haya celebrado 
y por cualquier otro medio, si se juzga conveniente, con doce 
horas, al menos, de antelaci6n. 
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6.4 En cualquier momento del proceso selectivo, la autoridad 
c::onvoc::ante, por si 0 a propuesta del Presidente del Trlbunal, si 
tuvieran conocimiento de que alguoo de 105 aspirantes na posee 
la totalidad de tos requisitos exigtdos por la presente convocatoria, 
previa audiencia del interesado. debera proponer su exclusion a 
tas 6rgahos competentes, poniendo en su conocimiento las inexac
titudes 0 falsedades en que hubieran podido incurrir 105 aspirantes 
en su solicitud de admisi6n a ıas pruebas selectivas. a 105 efectos 
procedentes. 

Cantra la exclusi6n del aspirante podra interponerse recurso 
contencioso-administrativo. en el plazo de das meses, contados 
a partir del dia siguiente a su comunicaci6n. ante el 6rgano eom
petente del Orden Jurisdiccional del contencioso-administrativo. 
de acuerdo con 10 establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre. de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 'Y del 
Procedimiento Adminlstrativo Comun (~Boıetin Oficial ---del Esta
do> del 27). 

7. Calificaci6n de los eJercicios 

7.1 Todos 105 ejercicios de estas pruebas selectivas se cali
ficaran de cero a veinte puntos. Et valor medio delas puntuaciones 
computadas constituira la ealifieaci6n del ejercicio. slendo nece
sario alcanzar diez puntos, como minimo, para pasar al ejercicio 
siguiente, y en el cuarto, para superarlo4 

Al calcular el valor medio de las puntuaciones en cada uno 
de 105 ejercicios~ se exduira del c6mputo de puntuaciones la mas 
alta y la mas baja, sin que en ningiin easo pueda ser exduida 
mas de una maxima y una minima. 

En el tercer ejercicio se hara constar la ealificaci6n de to:apto~ 
o ~no apto>t, siendo neeesario obtener la calificaci6n de tlapto~ 
para pasar al ejercicio siguiente. 

7.2 En 105 cuatro ejercicios. la califlcaci6n se hara al tennino 
de cada ejercicio, publicandose la relaci6n de quienes 105 hubieran 
superado y sus puntuaciones. 

7.3 La calificaci6n final de las pruebas vendra determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de los 
ejercicios. 

En el supuesto de producirse empates al confeceionar las listas 
de aspirantes aprobados. aquellos se dirimirlm a favor del que 
hubiese obtenido mayor puntuaci6n en 105 distintos ejercicios de 
la oposiciôn. de forma sucesiva 0 altemativa, excepto en el refe
rente 'a la entrevista. por su califleaci6n de tlaptoı. 0 tlno apto~. 

8. Lista de aprobados 

8.1 Finalizadas las pruebas selectivas. 105 Tribunales haran 
piiblicas, en ellugar 0 lugares de celebraciôn del ultimo ejercicio, 
ası como en la sede del Tribunal, y en aquellos otros que estime 
oportuno. la relaci6n de aprobados en cada especialidad, por 
orden de puntuaci6n a1canzada. con indicaci6n de su numero de 
documento nacional de identidad 0 pasaporte. 

Los Presldentes de los Tribunales enviaran una copia certificada 
de la relaciôn de aprobados al Presidente del Consejo Superior 
de Investlgaciones Cientificas'. 

Dicha relaci6n se publicara en el ~Boletin Oflcial del Estado,.. 

9. Presentacion de documentos y nombramientos defundonarlos 
en practicas. 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se publicaron las relaciones de apro~ 
bados en el ~Boletin Oflcia1 del Estadoı., 105 asplrantes aprobados 
deberan 'presentar en los locales del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientificas, calle Serrano. numero 113. 28006 Madrid. 
105 slguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido 0 certificaclôn aca
demica que acredite su posesiôn. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario. del servicio de nlnguna Admi
nistraciôn pubHea. ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones piiblicas, segiin el modelo que figura como anexo iV 
a esta convocatoria. 

e) Los aspirantes de otra nacionalidad deberim presentar foto
copta eompulsada del documento que acred1te su naclonaltdad, 
asi como documentaci6n certificada pOI;'.las autoridades compe
tentes de su pais de origen, en la que se acredite no estar sometidos 
a sanciôn disciplinaria 0 eondena penal que impida, en su Estado. 
el acceso a la funci6n publica. 

9.2 Quienes tuvieran la condiciôn de funcionarios publicos 
estaran exentos de just'ificar las eondiciones y demas requisitos 
ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar certifieaciôn del Ministerio u organismo del que depen
dan, acreditando su condici6n. y demas circunstancias que consten 
en su expediente personaL. 

Asimismo, deberan fonnular opci6n por la percepciôn de la 
remuneraciôn que deseen percibir durante su condiciôn de fun
cionarios en praeticas, igualmente, el personal laboral, de con
formidad con 10 prevlsto en el Real Oecreto 456/1986, de 10 
de febrero (to:Boletin Oficial del Estado,. de 6 de marzo). 

9.3 Quienes dentro del plazo indicado y salvo 105 easos de 
fuerza mayor no presentasen la documentaciCm. 0 del examen 
de la misma se dedujese ~ue carecen de al9uno de los requisitos 
exigidos. no podran ser nombrados. quedando anuladas sus actua
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber 
incurrido por falsedad en la solicitud de participaciôn. 

9.4 Los candidatos propuestos seran nombrados funcionarios 
en practieas por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia. en la que 
se determinara la feeha en que empezaran a surtir efeeto dichos 
nombramientos. con especifl.caciôn del destino adjudicado. 

Los nombramientos serim publicados en el tlBoletin Oficial del 
Estado,.. 

La toma de posesiôn de los candidatos nombrados funcionarios 
en practicas, se efectuara en el plazo de un mes, desde la fecha 
de publicaciôn de su nombramiento en el ~Boletin Oficial del 
Estado». 

10. Periodo de pr6ctlcas. Nombramientos defuncionarios 
de carrera 

10. ı Durante el periodo de practicas. 105 aspirantes ejerceran 
las tareas correspondientes a puestos de trabajo de su especia
lidad, bıajo la supervis16n de 105 responsables de los departamentos 
correspondientes. El periodo de practicas tendni una duraciôn de 
tres meses. y al final del mlsmo, el responsable del departamento 
a que hubiera sido adscrito el funcionario en practicas. emittra 
un informe. con el visto bueno del Director del eentro, en el que 
hara constar la calificaci6n de ~apto,. 0 «no apto~ del aspirante, 
siendo necesario obtener la calificaciôn de tlaptoı. para superarlo. 

10.2 Conduldo el.proceso seleetivo. quienes 10 hubieran 
superado seran nombrados funcionarios de carrera, por el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia, con especificaci6n del destino adju
dicado. 

Los nombramientos seran publicados en el tlBoletin Oflcial del 
Estado~. 

La toma de posesi6n de 105 candidatos nombrados funcionarios 
de earrera se efectuara en el plazo de un mes. desde la fecha 
de publicaci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial del 
Estadoı.. 

11. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos aetos administrativos se 
deriven de ella y de la actuad6n del Tribunat podran ser impug
nados, en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piibllcas y del Procedimlento Administrativo Comun ( .. Boletin Ofi~ 
dal del Estado. del 27). 

Asimismo. la Administraci6n podra, en su caso. proceder a 
la revisiôn de las Resoluciones de 105 Tribunales, conforme a 10 
previsto en la mencionada Ley. 

LO que se haee publico para general conocimiento. 
Madrid, 29 de junio de 1995.-P. O. (Orden de 2 de marzo 

de 1988 ... Boletin Oficial del Estado» del 4), el Presidente -del 
Consejo Super.ior de Investigaciones Cientificas, Jose Maria Mato 
de la Paz. 
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ANEXOI 
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deplazıı.ı 
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Denoınlnacl6n 

Sistema de cƏllculo cientifico ............................... 
Procesos de implantaci6n i6nica y PVD para tecnologias 

microelectr6nicas de silicio .............................. 
T ecnologia de microfabrlcaci6n en sala blanca de dispo-

sitivos micro y optoelectr6nicos ........... ' .............. 
Desarrollo de sistemas de control, adquisici6n y tratamien-

to de datos en astrofisica ................................. 
T ecnicas de caracterlzaci6n superflcial de s61ldos pollcrls-

talinos .................................................... 
Anlıılisis quİmico por via humeda e instrumental ........... 
Transferencia de tecnologia: Valoraci6n y explotaci6n de 

resultados de investigaci6n 

ANEXOD 

PROGRAMA 

.............................. 

Slstemas de calcu/o clenti!lco 

1. Evoluci6n de las maquinas de caıculo. 
2. Componentes del ordenador secuencial. 
3. Algebra blnarla y puertas 16gicas. 
4. Operaciones aritmeticas elementales con Cırcuitos 16gl

cos. 
5. Sistemas de numeraci6n. Binario. Octal. Hexadecimal. 

Declmal. BCD. 
6. Slstemas de codiflcaci6n. EBCDlC. ASCII. CodlficaCı6n 

en coma flotante. 
7. La unidad de control de procesos. Procesadores comer-

ciales mas Importantes. . 
8. EI juego de instrucciones del procesador. 
9. Lenguaje(s) ensamblador(es). 

10. Evo.uci6n y criteTlos de valoraci6n de los lenguajes de 
programaci6n. 

11. Traductores e interpretes. Etapas de la traducci6n. Pre
proeeso. Compi1aci6n. Linkedici6n. Carga. 

12. Gram'aticas formales. Etapas de la eompilaci6n. 
13. Vineulad6n. Memoria estfttica. Memoria dimimica. 

MemoTla «heap». 
14. Datos y estrueturas de datos elementales. 
15. Estructuras complejas. Estructuras defl.nidas por el usuario. 
16. Control de seeuencia en expresiones. Proposiciones eom

puestas. 
17. Control de secuencia entre propos~c1ones. Estructuras de 

control. 
18. Control de subprogramas. 
19. Lenguaje de programacl6n (1). FORTRAN. 
20. Lenguajes de programaci6n (II). Basic. Paseal. C. 
21. Lenguajes de programaci6n (IIJ). Programaci6n con-

eurrente. Programaci6n en tiempo reaL. 
22: Ingenieria del «software». 
23. Evaluaci6n .del «software». 
24. Sistemas operativos (1). Gestt6n de la memoTla. 
25. Sistemas operativos (II). Planificaci6n de trabajos. Ges

tlön de E/S. 
26. Slstemas operatlvos (III). MS/DOS. VM. UNIX. 
27. EI modelo de capas ISO.lnterfase RS-232.lnterfases IEEE 

488. 
28. Transmisi6n sincrona y asİncrona. Parametros de la 

comunicaci6n asincrona. 
29. Protocolos de eomunicaci6n. Internet. 
30. Sistemas de adquisici6n de datos: VME, CAMAC Y FAST

BUS. 
31. Arqultectura de ordenadores. La unidad central de pro

ceso, definid6n de procesos, memorla central y unidad aritmetica 
y 16gica. Generaciones de ordenadores. 

32. Ordenadores vectoriales y paralelos. Arquitecturas. 
33. La quinta generaci6n de ordenadores. Inteligencia arti

ficial. Sistemas expertos. 
34. Estructura fisica de un centro de proceso de datos. 

De.Uno NCımero 
de Trlbunaı 

Instituto de Fisica Corpuscular. Valencia .................. 1 

Instituto de Microelectr6nlca. Barcelona ................... 2 

Instituto de Microelectr6nica. Madrid . ..................... 3 

Instituta Astrofisica de Andaluda. Grənada' ............... 4 

Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla ............... 5 
Centro Naclonal de Investlgaclones Metal(ırglcas (Madrid) ... 6 

Organizaci6n Central (Subdireccl6n G .. eral de Programa-
cl6n, Segulmlento y Documentacl6n Cıentlflca). Madrid .. 7 

35. Organizacion funcional de un centro de calculo cientifico. 
Soporte de usuarios. 

36. Bases'de datos~ Tipos. 
37. Creaci6n, mantenimiento y manipulaci6n de ficheros. 

Conversi6n. Impresi6n. Reeuperaci6n. Copias de segurldad. 
38. Portabilidad de soporte 16glco. lmportancia de los estan

dares. 
39. Sistemas fisicos de teleinformatiea. Transmisi6n de datos. 

Metodos de modulacl6n de sefiales. Modo! de transmisi6n. Para
metros fislcos de las Hneas. Coneentradores y _multipleesores». 
Equipos terminales. 

40. Estructura fisica y 16gica de una estacl6n de analisis gra-
fieo. 

41. Descrlpci6n y dasifl.eaci6n de perlfericos-graficos. 
42. Modern •• 
43. Nlveles de aeoplamiento entre procesadores: Redes, _dus-

ters» y ,multiprocesadores. 
44. Rede. clentlflca •. 
45. Analisis numerlco. Elementos fundamentales. 
46. Algebra de matrices. C6,leulo numerieo de matrices. 
47. ReeuperaCıôn de desastres. 
48. Tratamiento de datos. 
49. Resoluci6n numerica de eeuaeiones lineales. 
50. Metodo de simulaci6n Monte-Carlo. 

Proeesos de implantaci6n i6niea y PVD para tecnologias microe
lectr6nlca de slliclo 

1. Elementos de la instalaei6n de un equipo de implantaci6n 
i6nica. 

2. Operaci6n de un equipo de implantaci6n i6nica de media 
corTlente. 

3. Tipos de equipos de implantaci6n i6nica. 
4. Condtciones de seguridad en un implantador i6nieo. 
5. Mantenimiento preventivo de un equlpo de implantaci6n 

i6nica. 
6. Frenado nuclear y frenado electr6nieo de los iones en 

los s6ltdos. 
7. Dafiado y amorfizaci6n producidos por implantacl6n t6ni-

ca. 
8. Recocido y activaci6n de los Iıtomos implantados. 
9. Medida de distribueiones de aopantes electrieamente acti

vos. 
10. Caracterizaci6n fisico-quimica del proceso de implanta-

ei6n i6nica. 
11. Problemas de contaminaci6n en un implantador i6nico. 
12. Fuentes de iones. 
13. Optica del haz de iones (separaci6n, aeeleraci6n, foca-

Uzaci6n y barrido). 
14. La eamara del blanco en un implantador i6nlco. 
15. Gesti6n termica en camaras de blanco de implantadores. 
16. Implantaci6n del pozo e implantaci6n de eampo en tec

nologias CMOS. 
17. Implantaci6n de ajuste de la tensi6n umbral en teeno

logiasMOS. 
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18. Implantaci6n de fuente y drenador en tecnologias MOS. 
Uniones poco profundas. 

19. Implantaci6n i6nica en tecnologia hipolar. 
20. Aplicaciones de la implantaci6n i6nica a la fahricaci6n 

de dispositivos de potencia. 
21. Aplicaciones de la implantaci6n i6nica a la fabricaci6n 

de dispositivos sensores. 
22. Aplicaciones de la implantaci6n i6nica de alta dosis. Sin

tesis de compuestos. Tecnologia SIMOX. 
23. Comportamiento de fotorresinas bajo implantaci6n 16ni-

ca. 
24. Implantaci6n i6nica de alta energia. Aplicaciones. 
25. Problemas de la implantaci6n i6nica en tecnologias VLSI. 
26. La simulaci6n del proceso de implantaci6n ianica. 
27. Tendencias futuras en el campo de la implantaci6n i6nica. 
28. Elementos de la instalaci6n de un equipo PVD. 
29. Operacl6n de un equfpo de PVD t1po magnetr6n. 
30. Evaporaci6n termica. Evaporaci6n por haz de electrones. 
31. Pulverizaci6n cat6dica diodo, triodo y magnetr6n. 
32. Bombas de vado primarias. Prlnclpio, instalaci6n y man

tenimiento. 
33. Bombas de alto vado. 'Principio, instalaci6n y manteni-

miento. 
34. Medidores de vado. Principio, instalaCı6n y mantenimiento. 
35. Mantenimiento preventivo de un equiP9 de metalizaci6n.-
36. Tecnicas de diagnôstico y control.insituıt de capas depo

sitadas por PVD. 
37. Consideradones termicas de! sustrato durante la depo-

slcl6n PVD. 
38. Descargas en gases ionizados. 
39. Cinetica de crecimiento de peliculas delgadas. 
40. Tecnicas de caracterizaci6n de capas depositadas por 

PVD. 
41. 
42. 
43. 
44. 

zaciôn. 

Electromigraci6n. 
Reacciones interficiales y barreras de difusi6n. 
Fiabilidad de capas depositadas por PVD. 
Reglas de escalado y nuevos requisitos para la metali-

45. Contacto metal-semiconductor. 
46. Metalizaci6n de puerta en transistores MOS. 
47. Metallzaci6n multinivel. Materiales y tecnicas de plana

rizaci6n. 
48. Tecnicas de obtenci6n de los siliciuros metitlicos. 
49. Aplicaciones de 105 siliciuros de metales refractarios en 

VLSı. 
50. Tendencias futuras en el campo de la meta1izaci6n. 

Tecnologia de micro/abricaci6n en sala blanca de d'sposltivos 
micro y optoelectr6nicos 

1. Sala blanca: caracteristicas y especificaciones. 
2. Principales procesos de fabricaci6n microelectr6nica en 

Sala blanca. 
3. Equipos de procesos 'para tecnologia y sus instalaciones 

complementarias. 
4. Control de calidad de procesos de microfabricaci6n. 
5. Producci6n de agua desionizada: 6smosls inversa y rest

nas intercambiadoras. 
6. Distribuci6n de gases ultrapuros: manorreductores y val

vulas. 
7. Detecciôn de fugas de gases' en equipos microelectr6nl

cos. 
8. Diferentes sistemas de vado en sala blanca. 
9. Conservad6n y mantenimiento de equipos en sala blanca. 

10. Tecnicas de limpieza y preparaci6n de sustratos en pro
cesos microel~ctr6nicos. 

11. Procesos de metalizaci6n en vado para semiconductores. 
12. Procesos de metalizaci6n en ultra alto vado mediante 

cafi6n de electrones. 
13. Contactos 6hmicos tipo p y tipo n. 
14. Recocidos de contactos en atm6sfera inerte. 
15. fabricaci6n y evaluaci6n-de contaclos 6hmicos en semi-

conductores III-V. 
16. Microlitografia: tipos de resinas fotosensibles. 
17. Microlitografia: sistemas de alineamiento de mascaras. 
18. Microlitografia: exposici6n y revelado de resinas fotosen

sibles. 
19. Procesos secuenciales en fotolitografia. 

20. Sistemas de preparaci6n de capas dielectricas: CVD y 
PECVD. 

21. 
22. 
23. 
24. 

Control del espesor de capas depositadas. 
Tecnicas de pulido y adelgazamiento de sustratos. 
Separaci6n de disp05itivos: corte y clivado de muestras. 
Formad6n de contactos electricos: microsoldadura meta-

Uca. 
25. Ataque por via bumeda de GaAs. 
26. Ataque por via seca de semiconductores iii-V. 
27. Ataques selectivos por via hiameda. 
28. Ataques por haces de iones reactivos. 
29. Ventajas de la tecnica de resonancia ciclotr6nica de elec

trones en el ataque seco. 
30. Ataque de materiales dielectricos mediante laser pulsado. 
31. Determinaciôn de perfiles de dopado mediante medidas 

capacidad-voltaje con barrera electrolitica. 
32. Fabricaci6n de sensores de gases con tecnologia microe

lectr6nica. 
33. Sensores 6ptico5 por absorci6n en el infrarrojo pr6ximo. 
34. Investigaciôn y desarrollo de sensores quimicos para la 

determinaciôn de concentraciôn de gases. ' 
35. Tecnologia asociada a la fabricaci6n de diodos laser y 

otros dispositivos microelectr6nicos (LED, FET, etc.) con tecno
lagia III-V. 

36. Montaje de dispositivos: Diodos Schottky y diodos ıaser. 
37. Sensores 6pticos no-invasivos: aplicaciones biomedicas. 
38. Biosensores 6ptico5. 
39. Inmunosensores de campo evanescente. 
40. Mecanismo fisico de funcionamiento de sensores de gases 

basados en diodos Schottky. 
41. Influencia del metal catalitico en la respuesta de sensores 

quimicos de gases. 
42. Efecto del espesor y la microestructura de la metaHzaciôn 

en el funcionamiento de sensores de gases de tipo catalitico. 
43. Efecto de la temperatura y el ga5 portador en el funcio

namiento de sensores de gases. 
44. Efecto de membranas polimericas en la respuesta de sen

sores basados en diodos Schottky. 
45. Tecnicas de inmovilizaci6n de macromoleculas biol6gicas 

sobre semiconductores. 
46. Deposici6n de biomateriales por ablaci6n ıaser. 
47. Fabricaci6n de biosensores microelectr6nicos de urea. 
48. Desarrollo de transductores para su aplicaci6n en bto

sensores. 
49. Comparaciôn de diferentes tecnologias para la fabricaci6n 

de biosensores. 
50. Seguridad e higiene en sala blanca. 

Desarrolla de sistemas de cantro/, adqufslci6n y tratamlento de 
datos en astro/isica 

1. Telescopios ôpticos. Sistemas 6pticos. 
2. Telescoptos 6pticos~ Sistemas mecanicos y movimientos. 
3. Observatorios astron6micos. Condiciones ambientales. 

Configuraciôn general e infraestructura. 
4. Observatorios astrofisicos en et espacio. 
5. Modelos de telescopio. 
6. Seguimiento y gulado. Sistemas de autoguiado. 
7. Adaptadores de plano foca1. Busqueda de campo. 
8. Infraesfructura lnformatica en un observatorio astron6-

mico. 
9. Proceso de obtenci6n de datos de un telescopio. 

10. Sistemas de almacenamiento masivo de datos. 
11. Sistemas de control remoto. 
12. Camaras CCD en Astrofisica. 
13. Espectr6grafos en Astrofisica Optica. 
14. Control de instrumentaci6n Astron6mica. 
15. Sistemas de control en tiempo reaL. 
16. Sistemas modulares microprocesados de contro1. Coor-

dinaciôn de subsistemas. 
17. Tratamiento de datos astrofisicos: fotometria fotoeıectrica. 
18. Tratamiento de datos astrofisicos: imlrgenes. 
19. Tratamiento de datos astrofisicos: espectros. 
20. Tratamiento de datos astrofisicos: modelos te6ricos. 
21. «Softwareı. de tratamiento de datos astrofisicos. 
22. Codificaci6n de imagenes. Formatos de uso en Astrofisica. 
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23. Microprocesadores. Arquitectura RISC. Arquttectura 
CiSC. 

24. Sistemas de calculo intensivo. Procesadores vectoriales. 
Procesad<?res paralelos. Multiproceso simetrico. 

25. Perifericos: discos, cintas, impresoras, etc. 
26. Rede5 de Iorea local. Cableado. Ethernet, FDDI, 100Ba

seT. 
27. Redes de area extensa., Routing. HDLC, ATM, Frame 

Relay. 
28. ElemEmto5 activos de red. Hubs. Conmutadores. Concen-

tradores. Bridges. Routers. 
29. Gestiôn de redes. 
30. Protocolo TCP /IP. 
31. Protocol05 de red local: Decnet, LAT, IPX, Appletalk. 
32. Interfases graficas. Gesti6n de un entorno heterogimeo 

de tratamiento y visualizaci6n de datos graficos. 
33. Infraestructura de una sala de ordenadores. 
34. Gesti6n de una gran instalaci6n informatica. 
35. Seguridad en una instalaci6n informatica. 

. 36. Sistema operativo Unix. 
37. Sistema. operativo VMS. 
38. Entornos abiertos de «software~. 
39. Gesti6n de un archivo hist6rico de datos masivos. 
40. Internet: Gestiôn de un nodo Internet. 
41. Internet. Servicios. Utilidades. 
42. Internet. Gestiôn de servidores de informaci6n. Ftp. 

WWW. Correo electrônico. 
43. Sistemas operativos Novel1, MS-DOS, Mac-OS. 
44. Metodologias de. desarrollo de «softwareıı. 
45. Control de calidad de «software». 
46. Programaciôn orientada a objetos. 
47. Lenguaje de programaciôn C. 
48. Lenguaje de programaciôn C++. 
49. Lenguaje de programaciôn Fortran. 
50. . Sistemas CASE. 

Tecnicas de caracterizaci6n superficial de s6lidos pollcrlstalfnos 

1. Adsorci6n fisica. Caracterizaciôn textural de superfices 
de sôlidos. 

2. Adsorciôn quimica. Fundamentos y energetica de la 
adsorciôn. 

3. Isotermas de adsorci6n. 
4. Cinetica de 105 procesos de adsorci6n. 
5. Desorci6n termica programada. 
6. Relaci6n estructura-reactividad en superflcie de sôlidos. 
7. T ecnicas de reacci6n a temperatura programada en super

jicies de sôlidos. 
8. Estructura electrônica de superficies de sôlidos semicon

ductores. 

dos. 
9. Caracterizac~6n de centros acido-base en superficie de s61i-

10. Medidas cineticas en catalisis heterogenea. 
11. Determinaci6n del punto cero de carga. 
12. Metodos de detecciôn en procesos de adsorci6n y en cine-

tica de reacciones en catalisis heterogenea. 
13. Metodos de preparaciôn de catalizadores. 
14. Infrarrojo y Raman por transformada de Fourier. 
15. Transmisi6n y reflexiôn en espectroscopia IR: analisis del 

espectro de reflectancia. T ransformaci6n Kramer-kröning .. 
16. Dispersi6n de la radiaci6n IR en s6lidos finamente divi

didos: Funci6n de Schuster-Kubelkka-Munk. 
17. Aplicaciôn de la tecnica DRIFTS en quimica de superficie 

y catalisis. 
18. Aplicaci6n de la espectroscopia Raman al estudio de 

superficies y adsorbatos. 
19. Modos vibracionales en s6lidos. Simetria de sitio y grupo 

factor. 
20. Espectroscopia FTIR/Raman en s6lidos. Modos molecu

lares y de red. 
21. AnaJisis de forma en s6lidos micro/nano-cristalinos 

mediante los modos de red. 
22. Espectroscopias IR/Raman en et estudio de centros Bröns

ted y Lewis superficiales. 
23. Espectroscopias lR/Raman en el estudio de superflcies 

metalicas. 

24. Moleculas sonda en el estudio de superficies por espec-
troscopias FTIR/Raman~ . 

25. Espectros 6pticos (UV-vis) de reflectancia difusa. 
26. La espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS) y 

espectroscopia Auger (AES). Aspectos bıstrumentales. 
27. La espectroscopia de fotoelectrones de rayos X. Deter

minaci6n de la estructl.ıra etectr6nlca y estados quimicos. 
28. La espectroscopia de fotoelectrones de rayos X: funda

mentos y cuantificaci6n. 
29. La espectroscopia Auger: fundamentos y cuantificaci6n. 
30. Aplicaci6n de la espectroscopia de fotoelectrones de rayos 

X a ta caracterizaci6n superficial de s6lidos policristalinos. 
31. Perflles de composici6n en profundidad. Aplicaci6n a la 

caracterizaci6n de s6lidos policristalinos. 
32. Metodos de caracterizaci6n superflcial de s6lidos basados 

en haces de iones. 
33. Resoluciones lateral y en profundidad de las espectros

copias electr6nicas. 
34. Tratamiento de datos en la espectroscopia de fotoelec

trones de rayos X . 
35. Cuantifıcaciôn de espectros de fotoemisiôn en muestras 

policristalinas. 
36. La radiaci6n sincrot6n: caracterizaci6n y fuentes. 
37. Jnteracci6n de la radiaciôn con ta materia condensada 

(ray05-X). 
38. Espectroscopia de absorci6n de rayos X: aspectos ins-

trumentales, lineas y metodos de detecd6n. 
39. Espectroscopia de absorci6n de rayos X: XANES. 
40. Espectroscopia de absorci6n de rayos X; EXAFS. 
41. Analisis de datos en espectroscopia EXAFS. 
42. Las espectroscopias de absorci6n de rayos X en catalisis: 

fundamentos y metodos. 
43. La e5pectr05copia EXAFS 5uperflclal (SEXAFS). 
44. Espectroscopia de absorci6n de rayos X de baja energia 

(0- 1000 eV): principios y aspectos Instrumentales. 
45.. Aplicaciones de las espectroscopias de absorci6n de rayos 

Xala caracterizaci6n de s6Udos policristalinos y amorfos. 
46. La radiaci6n sincrotôn y ta espectroscopia de fotoelec

trones: fotoemisiôn. 
47. Dicroismo con rayos X blandos. 
48. Sistemas operativos y lenguajes de programaci6n en apli

caciones cientifico-tecnlcas. 
49. Conexiôn entre ordenador y accesorios. Aplicaci6n al ins

trumental cientifico. 
50. Uso comparttdo de recursos informaticos en laboratorios 

de instrumentactôn cientiflca. 

AnCilisis qulmico por 'via humeda e instrumental 

1. Conceptos fundamentales de analisis quimico. 
2. Evaluaci6n de datos analiticos. 
3. Metodos gravimetricos de analisis. 
4. SoIubilidad de 105 precipltados. 
5. Introducciôn a tos metodos votumetricos de analisis. 
6. Valoraciones de precipitaci6n. 
7. Teoria de las valoraciones de neutralizaci6n. 
8. Aplicaciones de tas valoraciones de neutralizaciôn. 
9. Valoraciones de formaci6n de complejos. 

10. Teoria de las valoraciones de 6xido--reducci6n. 
11. Aplicaciones de las valoraciones de·oxidaci6n-reducCı6n. 
12. Metodos electroanaliticos. 
13. Separaciones anaİiticas. 
14. Productos quimicos. aparatos y operaciones basicas en 

quimica analitica. 
15. Teoria de la espectroscopia de absorci6n. 
16. Espectrofotometria: ultravioleta, visible e infrarrojo cer-

cano. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Tecnica espectrofotoclorimetrica. 
Espectrofotometria de absorci6n at6mica. 
Tecnica de llama en absorci6n at6mica. 
Tecnica electrotermica en absorci6n at6mica. 
Teoria de fluorescencia de rayos >\. 
Tecnica de fluorescencia de rayos X por dispersi6n de 

energias. 
23. Tecnica de fluorescencia de rayos X por dispersi6n de 

longitudes de onda. 
24. Espectrometria de emisi6n 6ptica. 
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25. Tecnica de determinaci6n de carbono y azufre con harna 
de inducci6n y detecci6n por absorci6n en el infrarrojo. 

26. Determinaci6n de oxigeno y nitrôgeno con harna de com
busti6n y detecci6n: oxigeno por absorci6n en et infrarrojo y oitro
geno por conductividad termica. 

27. Espectrofotocolorimetria de aleaciones base hierro-ace
ros. 

2S. Espectrofotocolorimetria de aleaciones base hierro-fun-
diciones. 

29. Espectrofotocolorimetria de cobre y sus aleacciones. 
30. Espectrofotocolorimetria de plomo y sus aleaciones. 
31. Espectrofotocolorimetria de aluminio y sus aleaciones .. 
32. Espectrofotocolorimetria de estaöo y sus aleaciones. 
33. Espectrofotometria de absorci6n at6mica de aleaciones 

base hierro-aceros. 
34. Espectrofotometria de absorci6n atômica de aleaciones 

base hierro-fundiciones. 
35. Espectrofotometria de absorciôn atômica de escorias. 
36. Espectrofotometria de absorci6n at6mica de minerales. 
37. Espectrofotometria de absorciôn atômica de refractarios. 
38. Espectrofotometria de absorci6n at6mica de cobre y sus 

aleaciones. 
39. Espectrofotometria de absorciôn at6mica de zinc y sus 

aleaciones. 
40. Espedrofotometria de absorciôn at6mica de aluminio y 

sus aleaciones. 
41. Espectrofotometria de absorci6n at6mica de plomo y sus 

aleaciones. 
42. Analisis quimico de ferroaleaciones. 
43. Analisis quimico de superaleaciones base cobalto. 
44. Analisis quimico de superaleaciones base niquel. 
45. Analisis quimico de superaleaciones base hierro. 
46. Analisis quimico de titanio y sus aleaciones. 
47. Preparaci6n de muestras para espectrofotocolorimetria. 
48. Preparaci6n de muestras para espedrofotometria de 

absorci6n atômica. 
49. Preparaci6n de muestras para fluorescencia de rayos X. 
50. Preparaciôn de muestras mediante un horno de micro

ondas. 

Transferencia de tecnologia: Valoraci6n y explotaci6n de resul
tados de inuestigaci6n 

1. La J10litica cientifica y tecnolôgica en Espaiia: La Ley de 
Fomento y Coordinaciôn de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica. 

2. El Sistema de Ciencia-Tecnologia-Industria en Espaiia: 
elementos institucionales 

3. EI Plan Nacional de 1 + D: mecanismos de transferencia 
de tecn.ologia. 

4. Actividades de 1 + D del Ministerio de Industria y Energia. 
5. El Centro para el Desarrollo Tecnol6gico lndustrial: Meca

nismos de promoci6n y gesti6n de la tecnologia. 
6. La politica cientifica y tecnolôgica de las Comunidades 

Autônomas. 
7. Relaciones entre las empresas y 105 centros publicos de 

investigaciôn. Modalidades. 
8. Valoraciôn tecnico-econ6mica de 105 resultados de 1 + D. 
9. La 1 + D y la politica tecnoI6gica en Espaiia en el sector 

de la electr6nica e informatica. 
10. La 1 + D y la politica tecnol6gica en Espaiia en el sector 

quimico. 

1 1. La 1 + D y la politica tecnol6gica en Espaiia en el sector 
de biotecnologia. 

12. La 1 + D y la politica tecnol6gica en Espafia en el sector 
farmaceutico. 

13. La 1 + D y la politica tecnol6gica en Espafia en et sector 
de materiales. 

14. La 1 + D y la politica tecnol6gica en Espafia en et sector 
transfonnador. 

15. La 1 + D y la politica tecnol6gica en Espaiia en el sector 
de bienes de equipo. 

16. La 1 + D y la politica tecno16gica en Espaiia en el sector 
agricola. 

17. La 1 + D y la politica tecnol6gica en Espaiia en el sector 
alimentario. 

18. La 1 + D y la politica tecnol6gica en Espaiia en et sector 
recursos naturales y medio ambiente. 

19. La 1 + D y la politica tecnol6gica en- Espaii.a en el sector 
de la salud. 

20. La 1 + D y la politica tecnoI6gica en Espafia en el sector 
de automatizaci6n. 

21. La 1 + D y la politica tecnol6gica en Espaiia en et sector 
de acuicultura. 

22. La 1 + D y la politica tecno16gica en Espaiia en el sector 
ganadero. 

23. La 1 + D y la politica tecnol6gica en Espaii.a en el sector 
forestal. 

24. Estructura de proyectos de 1 + D entre empresas y CPI. 
25. Las asociaciones de investigaci6n y 105 centros tecno-

l6gicos. 
26. La gesti6n de la innovaci6n en las empresas. 
27. La fınanciaci6n de proyectos de 1 + D. 
28. Metodologia de seguimiento de proyectos de 1 + D. 
29. Los programas comunitarios relacionados con la trans-

ferencia y difusi6n de tecnologia. 
30. EI Programa Eureka. 
31. Tipologia de proyectos de 1 + D empresariales. 
32. Evaluaci6n y selecci6n de proyectos de 1 + D. 
33. Caracteristicas de una empresa para abordar proyectos 

del + D. 
34. 
35. 
36. 

sas. 

Plan de Infraestructura Tecnol6gica. 
Regiones objetivo 1: medidas de apoyo a la 1 + D. 
Las actividades de 1 + D y Ias pequeii.as y medianas empre-

37. Plan de marketing tecnol6gico. 
38. Empresas receptoras de tecnologia. 
39. Estructura de la 1 + D en la empresa. 
40. EI papel de las acciones especiales como elemento de 

transferencia de tecnologia. 
41. Proyectos de demostraci6n. 
42. Parlicipaci6n en proyectos comunitarios de 1 + D: medidas 

de apoyo. 
43. Analisis y difusi6n de la oferta tern.öl6gica en 105 orga

nismos publicos de investigaci6n. 
44. La cooperaci6n internacional no comunitaria. 
45. Las nUevas tecnologias. Repercusiones sobre sectores 

industriales. 
46. Financiaci6n de la innovaci6n. 
47. Acuerdos bilaterales y apoyo a las actividades de 1 + D. 
48. Proyectos cooperativos. 
49. Proyectos integrados. 
50. Proyectos concertados. 
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ANEXO iii 

T ribunal nt1mero 1 

T PR FERRER SORIA, ANTONIO CATEDRATICO UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

T V1 VELASCO GONZALEZ, JORGE INVESTIGADOR CIENTIFICO INSTO. DE FISICA CORPUSCULAR 

T V2 MARCO DE LUCAS, JESUS EUGENIO COLABORADOR CIENTIFICü INSTO. DE FISICA DE CANTABRIA 

T V3 BARAHONA FERNANDEZ, ENRIQUE PROFESOR DE INVESTIGACION ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN 

T V4 DURAN MARTIN, PEDRO TITULADO SUPERIOR ESPECIALIZADQ INSTO.- QUIMICA FISICA "ROCASOLANO" 

S PR RUIZ GIMENO, ALBERTO ANGEL CATEDRATICO UNIVERSIDAD DE CANTA8RIA 

S V1 TOMAS VERT, FRANCISCO CATEDRATICO UNIVERSIDAD DE ,VALENCIA 

S V2 SALT CAIROLS, JOSE FRANCISCO COLABORADOR CIENTIFICO INSTO. DE FISICA CORPUSCULAR 

S V3 HERNANDEZ REY. JUAN JOSE COLABORADOR CIENTIFICO INSTO. DE FISICA CORPUSCULAR 

S V4 SANTORO SAlD, JORGE INVESTIGADOR CIEW~IFICO - INSTO. DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA 

Tribunal numero 2 

T PR LORA-TAMAYO D'OCON, EMILIO CATEDRATICO UNIVERSIDAD AUTQNOMA DE BARCELONA 

T V1 DOM!NGUEZ HQRNA, CARLqS INVESTIGADOR CIENTIFICO INSTO.MICROELECTRONICA BARCELONA.IMB~CNM 

T V2 MORANTE LLEONART, JUAN RAMON CATEDRATICO UNIVERSIDAD CENTRAL DE BARCELONA 

T V3 FIGUERAS COSTA, ECUARDO C0LA90RADOR CIENTIFICO INSTO.MICROELECTRONICA BARCELONA.IMB-CNM 

T V4 NAVARR0 GARRIGA, ZENON TITULADO SUPERIOR ESPECIALIZADO INSTO.MICROELECTRONICA 9ARCELONA.IMB~CNM 

S PR SERRA MESTRES, FRANCISCO CATEDRATICO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 

S V1 MILLAN GOMEZ, JOSE PROFESOR DE INVESTIGACION INSTO.MICROELECTRONICA BARCELONA.IMB~CNM 

S V2 CORNET CALVERAS, ALBERTO CAT~DRATICO UNIVERSIDAD CENTRAL DE BARCELONA 

S V3 ESTEVE TINTO ı J1'ı.UME COLABORADOR CIENTIFICO INSTO.MICROELECTRONICA BARCELONA.IMB~CNM 

S V4 ACERO'LEAL, MARIA CRUZ TlTULADO SUPERIOR ESPECIALIZADO INSTO.MICROELECTRONICA BARCELONA.IMB-CNM 

T ribunal numero 3 

T PR BRIONES FERNANDEZ-POLA, FERNANDO PROFESOR DE INVESTIGACION INSTO.MICROELECTRONlCA MADRID.IMM-CNM 

T V1 ANGUITA ESTEFANIA, JOSE VIRGILIO COLABORADOR CIENTIFICO INSTO.MICROELECTRONICA MADRID.IMM~CNM 

T V2 LECHUGA GOMEZ, LAURA MARIA COLABORADORA CIENTIFlCA INSTO.MICROELECTRONlCA MADRID.IMM~CNM 

T V3 RUlZ Y RUlZ DE GOPEGUI, ANA COLABORADORA CIENTIFICA INSTO. CIENCIA MATERIALES MADRID "An 

T V4 OLLACARIZQUETA DONAZAR, MARIA ANGELES TITULADO SUPERIOR ESPECIALIZADO CTRO. DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS 
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S PR ARMELLES REIG, GASPAR INVESTlGADOR CIENTIFICO INSTO.MICROELECTRONICA MADRID.IMM-CNM 

S vı GONZALEZ DIEZ, M~ YOLANDA COLABORADQRA CIENTIFlCA INSTO.MICROELECTRONICA MADRID.IMM-C~ 

S V2 GARCIA GARCIA, RICARDC' COLABORADQR CIENTIFICO INSTO.MICROELECTRONICA MADRID.IMM-CNM 

S V3 GONZALEZ SOTOS, LUISA INVESTlGADORA CIENTIFICA INSTO.MICROELECTRONICA MADRID.IMM-CNM 

S V4 NEGRILLO ESPlGARES, JESUS ANTONIO TITULADO SUPERIOR ESPECIALIZADO CTRO.TECNOL. FISICAS "L. TORRES QUEVEDO" 

Tribunal numero 4 

T PR VERDEGAY GALDEANO, JOSE LUIS CATEDRATICO UNIVERSIDAD DE GRANADA 

T vı TORRELLES ARNEDO, JOSE MARIA INVESTIGADOR CIENTIFICO INSTO. DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA 

T V2 PEREA DUARTE, JAIME DAVID COLABORADOR CIENTIFICO INSTO. DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA 

T V3 CASTELü GUTIERREZ, VICTOR CUERPO SUP.SIST.TECNOL.INF. CTRO. COMUNICACIONES CSIC-REDIRIS 

T V4 vıOAL PEZZI, SEBASTIAN TITULADO SUPERIOR ESPECIALIZADO ESTACION EXPERIMENTAL ZONAS ARIDAS 

S PR PEREZ DE LA BLANCA CAPILLA, NICOLAS CATEDRATICO UNIVERSIDAD DE GRANADA 

S vı GARRIDO HABA, RAFAEL COLABORADOR CIENTIFICO INSTO. DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA 

S V2 caSTA BORONAT, VICTOR COLABORADOR CIENTIFICO INSTO. DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA 

S V3 LOPEZ SANTOVENA, FERNANDO TlTULADO SUPERIOR ESPECIALlZADO INSTO. DE AGROQUIM. Y TECNOL. ALIMENTQS 

S V4 HERRANZ DE LA REVILLA, MIGUEL TlTULADO SUPERIOR ESPECIALIZADQ INSTO. DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA 

Tribunal numero 5 

T PR CRIADO LUQUE, JOSE M. PROFESOR DE INVESTIGACION INSTO. CIENCIA MATERIALES DE SEVILLA 

T vı FERNANDEZ CAMACHO, MARIA ASUNCION COLABORADORA CIENTIFICA INSTO. CIENCIA MATERIALES DE SEVILLA 

T V2 REAL PEREZ, MARIA DE LA CONCEPCIQN COLABORADORA CIENTIFICA INSTO. CIENCIA MATERIALES DE SEVILLA 

T V3 SANCHEZ SOTD, PEDRO JOSE COLABORADOR CIENTIFICO INSTO. CIENCIA MATERIALES DE SEVILLA 

T V4 LOPEZ NUNEZ, RAFAEL TlTULADO SUPERIOR ESPECIALIZADO INSTO. RECUR.NATUR. Y AGROBIOLoSEV. 

S PR CARRIZOSA ESQUIVEL, IGNACIO CATEDRATICO UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

s vı ALVERü REINA, RAFAEL PROFESOR TlTULAR UNIVERSIDAD DE SEVILI~ 

S V2 ODRIOZQLA GORDON, JOSE ANTONIO PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

S V3 JUSTO ERBEZ, ANGEL JAVIER COLABORADOR CIENTIFICO INSTO. CIENCIA MATERIALES DE SEVILLA 

S V4 VlLA PENA, ELADlü TlTULADO SUPERIOR ESPECIALIZADO INSTO. CIENCIAoMATERIALES MADRID "A" 
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Tribunal numero 6 

T PR GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO PRQFESOR DE INVESTIGACION CTRO. NACIONAL DE INVEST. METALURGICAS 

T vı LOPEZ SERRANO, VICTQR COLABORADOR CIENTIFICO CTRO. NACIONAL DE INVEST. METALURGICAS 

T V2 DORADO LOPEZ, MARIA TERESA COLABORADORA CIENTIFICA CTRO. NACIONAL DE INVEsr. MErALURGICAS 

1 V3 ALGUACIL PRIEGO, FRANCrSCO'JOSE COLABORADOR CIENTIFICO CTRO. NACIONAL DE INVEST. METALURGICAS 

T V4 PALACIOS VIDA, MARIA ANGUSTIAS TıTULADO SUPERIOR ESPECIALIZADO CTRO. NACIONAL DE INVEST. METALURGICAS 

S PR LIMPO GIL, JOSE LUIS PROFESOR DE INVESTlGACION CTRO. NACIONAL DE INVEST. METALURGICAS 

S VI MORCILLO LINARES, MANUEL PROFESOR DE INVESTIGACION CTRO. NACIONAL DE INVEST. METALURGICAS 

S V2 GOMEZ COEDO, AURQRA INVESTIGADORA CIENTIFICA CTRO. NACIONAL DE INVEST. METALURGICAS 

S V3 ESCUDERO RINCON, MARIA LORENZA COLABORADORA CIENT1FICA CTRO. NAC10NAL DE INVEST. METALURG1CAS 

S V4 S1MANCAS PECO, JOAQUIN T1TULADQ SUPER10R ESPECIAL1ZADO CTRO. NACIONAL DE INVEST. METALURG1CAS 

Tribunal numero 7 

T PR TORTOSA MARTORELL, ENR1QUE 1NVESTIGADOR C1ENTIFICO SECRET. GRAL. PLAN NAC10NAL 1+D 

T vı SANCHEZ-MARIN PI ZARRO , JOSE MARIA CATEDRATICO ESC.UNIV. UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

T V2 FERNANDEZ DE LUCIO, IGNACIO 1NVEST1GADOR CIENT1F1CO INSTO. DE AGROQUIM. Y TECNOL. ALIMENTOS 

T V3 NAVAS GARCIA, 'EL1SA TlTULADQ SUPER10R ESPECIAL1ZADO SECRET. GRAL. PLAN NAC10NAL 1+D 

T V4 CASTRO MARTINEZ, MARIA ELENA TITULADQ SUPERIOR ESPECIALIZADO DELEGACION DEL CSIC EN VALENCIA 

S PR LOPEZ FA~AL, JAVIER PROFESOR DE INVEST1GACION SECRET. GRAL. PLAN NACIONAL 1+D 

S VL GARCIA MESEGUER, ALVARO PROFESOR DE I~vESTIGACION SECRET. GRAL. PLAN NACIONAL 1+D 

S V2 CARRACEDO MATORRA. LEONOR T1TULADQ SUPERIOR ESPECIALIZADO SECRET. GRAL. PLAN NACIONAL 1+D 

S V3 OJEDA GARC1A, PEDRO T1TULADO SUPER10R ESPECIAL1ZADO ORGANIZAC10N CENTRAL DEL CSIC 

S V4 MARTINEZ ARMESTO, JUAN GUALBERTO T1TULADQ SUPERIOR ESPECIAL1ZADO DELEGAC10N DEL CS1C EN ANDALUC1A 

ANEXOIV 

Don .........................................................• con 

afio 1995, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 
102, de 29 de abril de 1995, y con el fin de atender tas necesidades 
de personal en la Administraci6n Publica, 

domicilio en .................................................. , y con 
dqcumento naciona) de identidad numero ......................... . 

Declara bajo juramento, 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera de la Escala de ............................. . 
............................................. , .. que no sido separado 
del servicio de ninguna de las Administraciones Publicas y que 
no se halla inhabilitado para el ejercicio de tas funciones publicas. 

En ................ a ................ de ................ deI995. 

20453 ORDEN de 29 dejunio de 1995 por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir ocho plazas de la Escala 
de Titulados Tecnicos Especıalizados del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientt!icas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 700/1995, 
de 28 de abril, del Ministerio para las Administraciones Publicas, 
por el que se aprueba. la oferta de empleo publico para el 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atri
buidas, previo informe favorable de la Direcci6n General de la 
Funci6n Publica, segun establece el apartado c) del articulo 4.° del 
Real Decrelo 1084/1990, de 31 de agoslo (,Bolelin Oficial del 
Estado» numero 213, de 5 de septiembre), y acuerdo de la Junta 
de Gobierno del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
resuelve convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Titulados Tecnicos Especializados (c6digo 5421) del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, con sujeci6n a tas siguien
les 

Basa de c:Dnvocatoria 

1. Normas genera les 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir ocho plazas, 
de la Escala de Titulados Tecnicos Especializados (c6digo 5421) 
del Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas, por el sistema 
general de acceso libre. a cubrir entre ciudadanos de. la Uni6n 
Europea, con dominio del castellano, de acuerdo con tas espe.-


